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INTRODUCTION Application : Transistors nanofluidiques

La gravure Electrochimique du silicium de type n permet la
formation de structures submicrométriques a grands facteurs de
forme (procédé L.E.E.). Ces structures peuvent étre utilisées pour
la réalisation de transistors nanofluidiques (dispositifs permettant de
moduler la perméabilité ionique de nanocanaux par application d'un
potentiel sur une électrode).

= Réalisation de systemes nanofluidigues a charge de
surface modulable par application d'un potentiel au niveau
d’électrodes.
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%Le procédé L.E.E. (Lithography and Electrochemical Etching)
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fluorhydrique (HF)

Nanocanaux en SiO,

= |L'obtention de structures régulieres est possible en
effectuant, préalablement a la gravure, une étape de
lithographie dans une résine.

#L'obtention de structures nanométriques par ce procédé
nécessite de maitriser des techniques de nanolithographies.
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Motifs simples (trous, lignes) Le procédé L.E.E. a été testé avec succés pour la formation
(1) INL, Villeurbanne structures dans la gamme 100 nm — 5 pm.
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Exemples : Réalisation de réseaux périodiques techniques de nanolithographie.
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Perspectives

& Mesure du courant d’écoulement pour obtenir des
informations sur les répartitions d’ions dans les électrolytes ainsi
/ que sur le potentiel zéta
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